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Sposéb wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych o duzej gestosci upakowania

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania cienkowarstwowych. uktadéw rezystywnych o duzej
gestosci upakowania.

Dotychczas znany jest spos6b wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych, polegajacy na
nanoszeniu na podtoze warstwy rezystywnej Nichromu i warstwy przewodzacej ztota, a nastgpnie na selektyw-
nym wytrawianiu kolejno ztota i Nichromu przy pomocy fotolitografii.

Niedogodnoscia opisanego sposobu jest wysoki koszt procesu ze wzgledu na konieczno$é stosowania ztota,
aponadto dyfuzja ztota w warstwe Nichromu powoduje mszczeme warstwy Nichromu podczas wytrawiania
ztota, co tym samym wptywa na pogorszenie stabilnos$ci warstw.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych
o duzej gestosci upakowania, ktéry umozliwi wyeliminowanie ztota i zastapienie go innym metalem.

Cel ten zostat osiagnigty przez naniesienie na okreslone podtoze oporowej warstwy Nichromu i przewodzg-
cej warstwy miedzi, anastepnie przez selektywne wytrawianie obu warstw, zwyjatkiem obszaréw $ciezek
przewodzacych i rezystoréw, mieszaning stezonego kwasu solnego i nasyconego roztworu wodnego chlorku
2elazowego w stosunku objetosciowym korzystnie 9 : 1 oraz przez selektywne wytrawianie obszaréw rezystyw
nych nasyconym roztworem wodnym chlorku Zelazowego.

Zalety sposobu wedtug wynalazku polegaja na zastgpieniu zfota mlednq, atym samym na znacznym
obnizeniu kosztéw wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych oraz na zabezpieczeniu przed
uszkodzeniami warstwy Nichromu podczas trawienia przewodzacej warstwy miedzi, co jest szczegéinie istotne dla
uzyskania odpowiednio matej tolerangji rezystoréw.

Sposéb wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych o duZej gestosci upakowania ilustruje
ponizszy przyktad. ‘

Przyktad. Napodtoie szklane typu Corming 7059 naparowuje si¢ oporowq warstwe Nichromu przy
cisnieniu 2 X 1078 Tr i temperaturze podtoza 300°C, a-nastepnie przewodzaca warstwq miedzi, przy temperaturze
podtoza 200°C. Po zamaskowaniu obie warstwy, zwyjatkiem obszaréw $ciezek przewodzacych irezystoréw,
wytrawia sig selektywnie mieszaning stezonego kwasu solnego w ilosci 93% objetosciowych i stgzonego roztworu
wodnego chlorku zelazowego o gestosci d = 1,4 G/cm> w ilosci 7% objetosciowych. Catosé ptucze sig przez
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gotowanie w toluenie, po czym ponownie maskuje sie i obszary rezystywne poddaje sie selektywrnemu trawieniu
stezonym roztworem wodnym chlorku Zelazowego o gestosci d = 1,4 G/em? i ptucze przez gotowanie w tolu-
enie, otrzymujac gotowy uktad.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania cienkowarstwowych uktadéw rezystywnych o duzej ggstosci upakowania, znamienny
tym, Ze na okreslone podtoze ranosi sie oporowa warstwe Nichromu i przewodzaca warstwe miedzi, wytrawia
selektywnie obie warstwy zwyjatkiem obszaréw $ciezek przewodzacych irezystoréw mieszaning steZonego
kwasu solnego i nasyéonego roztworu wodnego chlorku zelazowego, w stosunku objetosciowym korzystnie 9 : 1,
a nastepnie obszary rezystywne poddaje sig selektywnemu wytrawianiu nasyconym roztworem wodnym chlorku
Zelazowego.
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